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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月13日(2011.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繰り返し周波数が１０ＭＨｚ以上のパルス発振のレーザ発振器または連続発振のレーザ
発振器から射出されたレーザ光を位相シフトマスクに入射して、長軸方向の強度分布を有
するレーザ光へと変調させ、
　前記位相シフトマスクを透過した前記レーザ光を、シリンドリカルレンズ又はレンズを
通過させて、絶縁基板上に設けられた非晶質半導体膜に照射し、
　前記レーザ光を前記レーザ光の長軸方向と垂直な方向に走査して、前記非晶質半導体膜
を結晶化する半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　繰り返し周波数が１０ＭＨｚ以上のパルス発振のレーザ発振器または連続発振のレーザ
発振器から射出されたレーザ光を位相シフトマスクに入射して、長軸方向の強度分布を有
するレーザ光へと変調させ、
　前記位相シフトマスクを透過した前記レーザ光を、シリンドリカルレンズ又はレンズを
通過させて、非晶質半導体膜を介して絶縁基板上に設けられたキャップ膜に照射し、
　前記レーザ光を前記レーザ光の長軸方向と垂直な方向に走査して、前記非晶質半導体膜
を結晶化する半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
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　前記結晶化に際して、結晶化を助長する元素を用いる半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記レーザ発振器から射出した前記レーザ光は、スリットを通過した後に前記位相シフ
トマスクに入射する半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記シリンドリカルレンズは、非球面シリンドリカルレンズである半導体装置の作製方
法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記レンズは、非球面レンズである半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記位相シフトマスクは、前記レーザ光の走査方向に対してθ度傾いて配置されており
、
　前記照射面におけるビームスポットの幅をφとし、前記位相シフトマスクの厚さをｄと
し、前記位相シフトマスクに入射したときの前記レーザ光の屈折角をθ’としたとき、前
記θが、φ＜４ｄ・ｔａｎθ’・ｃｏｓθを満たす半導体装置の作製方法。
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